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【 は じ め に 】 Metal assisted chemical 

etching(MAE)法で作製したシリコンナノワイ

ヤは高い光吸収率を示す[1]。しかし、均一に配

列されたシリコンナノワイヤの光学シミュレ

ーションでは、実験的に得られた高い光吸収率

を再現することはできない。[2]ナノワイヤの直

径および長さに揺らぎを持たせること、配列の

周期性を崩すことにより、光吸収率が増加する

計算結果が得られているが、実験的に得られた

光吸収率より低い値に留まっている。[2]本研究

では、MAE 法で作製されたシリコンナノワイ

ヤの先端が凝集していることに着目し、凝集が

光散乱に与える影響を、光学シミュレーション

を用いて解析した。 

【研究手法】  光学シミュレーションには

CYBERNET 社 の 電 磁 波 解 析 ソ フ ト

DiffractMOD を用い，入射光に対する反射率，

透過率，電界成分の強度分布を計算した。この

ソフトで使用される RCWA 法は，周期微細構

造を持つ光学素子の設計に有効である。Fig.1

の左図に凝集のない場合と凝集した場合の構

造モデルを示す各々のナノワイヤの直径は 60 

nm、ワイヤ間ピッチは 92 nm である。 

【結果】 Fig.1 の右図にそれぞれの吸収率を

示す。凝集のないシリコンナノワイヤの場合、

3 m のシリコン膜と比較して、短波長側の光

吸収は増加するが長波長側では減少する。凝集

考慮すると、凝集のない場合に比べて短波長

側・長波長側共に光吸収率が増加した。凝集し

たことにより、散乱体としてのサイズが増大し

たため、光散乱が生じやすくなったためと考え

られる。また、ナノワイヤ周囲の近接場光が隣

接したナノワイヤの内部電界の強度を増加さ

せることも明らかとなった。 

 

 

Fig.1 Structure used for the simulations and 

simulated optical absorptance. 
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